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1. Електронні явища в вузькощілинних та безщілинних напівпровідникових сполуках за умов регулювання
параметрами енергетичної структури

2. Electronic phenomena in narrow-gap and gapless semiconductor alloys due to changes of the energy band
structure

Реферат:
1. У дисертації подано результати дослідження закономірностей змін і особливостей нерівноважних
процесів, механізмів рекомбінації та фото- і електрофізичних властивостей вузькощілинних (ВН) та
безщілинних (БН) напівпровідників, що відбуваються внаслідок перебудови енергетичної структури під
впливом пружної одноосьової деформації ОД, магнітного поля Н, або пасивації поверхні анодним окислом.
З'ясовано причини і пояснено низку вперше отриманих експериментальних результатів, серед яких
найважливіші наступні: перехід метал-діелектрик-метал в БН CdxHg1-xTe (КРТ) з х"0.16 під впливом ОД,
різке зростання надвисокочастотної (мм) фоточутливості БН КРТ при розкритті енергетичної щілини ОД чи
Н, електромагнітне випромінювання (("100 мкм) стимульованого типу із одноосьово напружених БН КРТ



(х"0.14), різкі зміни часу життя носіїв струму і багаторазове підвищення квантового виходу рекомбінаційного
випромінювання із ВН внаслідок змін рекомбінаційних механізмів під дією ОД. Доведена можливість
суттєвого підвищення фоточутливості кубічних ВН і застосування їх як ефективних джерел випромінювання
в інфрачервоному діапазоні.

2. In the thesis the results of an investigation of the peculiarities of the electronic phenomena in the narrow-gap
and gapless semiconductors are represented. The peculiariries are mainly associated with transformation of the
energy band structure of semiconductor crystals due to uniaxial elastic deformation, quantizing magnetic field
application, anodically oxidized surface perturbation. The original experimental results are obtained: the metal-
insulator-metal transition in uniaxially strained gapless CdxHg1-xTe (x"0.16), the sharp increasing of the microwave
photoconductivity of gapless CdxHg1-xTe crystals when an energy gap is opened, far infrared stimulated radiation
in uniaxially compressed CdxHg1-xTe (x"0.14), the essential enhancement of quantum efficiency of narrow-gap
semiconductor infrared emission due to changes of interband recombination mechanisms by uniaxial elastic
deformation. The results could be used for an enhancing efficiency of the high sensitive photodetectors and the
infrared radiation sources.
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